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(2 X 1013 ions/ cnf) のイオン照射ではほぼ完全な量子井戸構造が再成長できることを見出した。
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ンビーム誘起デポジション法に着目し その基礎特性を調べているO その結果 これまでに較べて高





さらに，高輝度集束イオンビーム装置と分子線エピタキシー装置を組み合わせ， GaAs/GaAIAs 2 
次元電子ガス (HEMT構造)，量子細線および量子箱のその場形成法を調べている。まず，その場エッ
チンク守で、パターン化した格子不整合層上に再成長し，発生するストレスによるバンドギャップの変調
を利用して，量子細線および量子箱を形成する方法を理論および実験によって検討し，カソードルミ
ネッセンスの測定から理論的に予測される閉じ込めポテンシャルを持つGaAs/GaAIAs 量子細線が
形成されることを初めて実証しているo ついで，マクスレスイオン注入により形成する方法について，
イオン照射量，イオンエネルギーと再成長層の結晶性との関係および製作したHEMTおよび量子細
線，量子箱の特性をカソードルミネッセンスおよび磁気抵抗の測定によって調べ，マクスレスイオン
注入法の有用性を示した。
以上の成果は，集束イオンビームによるその場加工法に関し，有用な新しい知見を得ており，半導
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体工学の進歩に貢献するところ大であり 博士論文として価値のあるものと認める。
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